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Mn5Ge3 (001)/Ge(111)で n-type ショットキー特性であることを示した。また、バリア障壁は温度
が上がることに上昇し 0.2eV~0.7eV まで変化した。また理想因子は温度の上昇と反比例し減尐し
た。これは、界面の不均一性や欠陥などによる準位に起因するものと考えられる。 
これらの結果より、Mn5Ge3(001)/Ge(111)は半導体スピントロニクスへの応用として期待され
る材料であることを示すことができた。今後は実際にデバイス中に組み込むことを考えていくこ
とが必要である。 
 
